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Najnowsze badania wskazujg, ze w warstwach heksagonalnego azotku boru (hBN), Zrodta
pojedynczych fotonéw (SPE) mogg by¢ deterministycznie tworzone za pomocg
napromieniowania wigzkg elektronéw. Wykazano, ze dla skutecznosci tego procesu
konieczna jest obecnos¢ znacznej koncentracji domieszek wegla [1]. Jednak wiekszos¢
dotychczasowych badarn koncentrowata sie na wprowadzaniu wegla do krysztatéw hBN po
ich wzroscie, co uniemozliwia precyzyjne dostosowanie stezenia wegla.
Nasze badania skupiajg sie na modyfikacji wtasciwosci defektéw w warstwowym azotku
boru (BN) o duzej powierzchni, wyhodowanym epitaksjalnie na dwucalowych podtozach
szafirowych. Zastosowana zostata metoda epitaksji z fazy gazowej z uzyciem zwigzkéw
metaloorganicznych (MOVPE). Warstwy epitaksjalne BN byly przenoszone na podtoza
Si/SiO.. Napromieniowalismy obszar zaréwno lokalnie (tzn. na obszarze ok. 2 nm), jak i na
wiekszych powierzchniach.
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Przeprowadzone badania wskazujg, ze napromieniowanie epitaksjalnego BN wigzka
elektronéw jest obiecujgce z punktu widzenia lokalnego wytwarzania defektow

w epitaksjalnym azotku boru, co jest kluczowe dla potencjalnych zastosowan w
skalowalnych systemach fotoniki kwantowe;j.
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